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［はじめに］フォトニック結晶(PhC)共振器は、強い

光の閉じ込め効果を持つ、PhC 機能性デバイスの基本

構成要素の一つである。EB リソグラフィとエッチン

グプロセスによる PhC 構造形成後に、追加的な加工を

行って共振波長をチューニングすることや、新たな共

振器を形成することは、PhC 光回路形成の自由度向上

に寄与する。また、シリコン PhC 構造作製後に異種材

料を導入すれば、発光機能などを追加的に付与するこ

とができる。これまで、我々は、PhC 線欠陥への AFM
リソグラフィによる酸化物パタン形成を使った、共振

器の新規形成を示し 1)、さらに、シリコン PhC の線欠

陥上トレンチ構造に半導体ナノワイヤを導入すること

により、新たな共振器が形成できることを示した 2,3)。

今回、トレンチに沿って PhC 格子定数を変化させた構

造を用いることで、トレンチ内ナノワイヤの移動によ

って、PhC-ナノワイヤ共振器の共振波長を選択可能で

あることを確認した。 
［実験と結果］SOI 基板に対する EB リソグラフィと

エッチングプロセスにより、線欠陥上にトレンチ構造

をもつシリコン PhC 構造を作製した。線欠陥上のトレ

ンチ幅は 150 nm、深さは 75 nm である。トレンチに

沿って PhC 周期を 4 段階に変化させている。MOVPE
法により成長した InAsP ナノワイヤ 4)（長さ：2.3μm、

直径：117 nm）を AFM マニピュレーションによって

PhC 構造表面で移動させ、トレンチ内に配置した（図

1）。ナノワイヤ移動時の探針移動速度は 50 nm/sec で
ある。作製したサンプルの模式図を図 2(a)に示す。 
作製されたサンプルにおいて、サンプル上面からの光

励起によるナノワイヤからの発光を上面から観測し、

線欠陥上に新たに共振器が形成されたことを示す発光

ピークを確認した。AFM マニピュレーションにより

トレンチ内のナノワイヤを異なる PhC 格子定数をも

つ部位へと移動させた様子を図 2(b)に示す。ナノワイ

ヤからの発光を観測した結果、図 3 のように発光ピー

ク波長が PhC 格子定数に応じて変化することが確認

され、本構造により、PhC 共振器の共振波長をポスト

プロセスにより選択可能であることが示された。 
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図 1 AFM マニピュレーションによるナノワイヤ導入 

 
図 2  線欠陥上トレンチにナノワイヤを導入した PhC  

 (a) 模式図 （b）トレンチ内での移動により PhC 格子

定数の異なる部位に配置されたナノワイヤの AFM 像 
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図 3 線欠陥上トレンチ内での移動により PhC格子定数の異

なる部位に配置されたナノワイヤからの発光スペク
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